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１．概要（Summary） 

GaN の高移動度トランジスタ（HEMT）のミリ波応用に

向けて、電子線露光機（F-IT-124）を使用した HEMT の

試作プロセス（マッシュルームゲート形成）を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光装置(スピンコータ・ホットプレート・オー

ブン等を含む）、走査型電子顕微鏡、電子ビーム露光デ

ータ加工ソフトウェア 

【実験方法】 

1. 基板マーク検出 

GaN 基板上に形成する EB 露光用金属マークは、実

際の露光前に８００℃のアロイ工程を通過するため、マー

ク形状が崩れてしまうため、マーク検出が困難になる可能

性がある。 

そこで、まず、ダミーSi基板上でマーク検出が可能であ

ることを確認したのち、実際のGaN-HEMTウエハ上のマ

ーク検出を試みた。GaN-HEMTウエハ上のマークはダミ

ーＳｉ上のものに比べて、検出信号にノイズが大きいが、検

出はできることを確認した。（Fig. 1） 

 

Fig. 1 EB Mark detection on a dummy Si substrate 

and a GaN HEMT wafer.  

 

2. デバイスウエハへの露光 

今回は、GaN-HEMT マッシュルームゲートを作製する

ために、東工大の推奨する３層レジストプロセスを用いた。

断面のイメージは Fig. 2の通りである。 

 

Fig. 2 Cross-sectional image of a mushroom shape 

gate and a photoresist pattern recommended by 

Tokyo Inst. of Tech. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 3 は３層目のレジストまで露光した後の表面からの

写真である。（写真上では見えにくいが）メタルの間に開口

パターンが確認され、露光ができていることが分かった。

最下部のレジスト露光に用いた条件から、ゲート長は

0.25mを見込んでいる。 

 

Fig. 3 SEM image of photoresist pattern after EB 

lithography. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ゲートメタルの蒸着リフトオフ後には、一部素子でマッシ

ュルームの上部が剥がれる問題が生じているが、直流なら

びに高周波特性の評価をすすめている。 
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